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Si consideri un condensatore MOS ideale con N4 = 106 cm™3.
Il dielettrico é costituito per 20 nm da ossido di silicio, e per 10 nm da
un materiale con €, = 10 (vedi figura).
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1) Determinare ’andamento (quantitativo) del campo elettrico alla soglia
dell’inversione, ed eseguirne un grafico. Determinare inoltre ’espressione ed
il valore della tensione di soglia. [15]

2) Determinare la concentrazione di elettroni alla superficie del silicio per
Ves = Ve /2. [10]

3) Determinare lespressione della tensione di soglia nel caso sia presente
una carica Q,, all'interfaccia ossido-silicio. [5]

SOLUZIONE
1) Alla superficie del silicio (all’interfaccia ossido-silicio) avremo che il campo
elettrico e(x = 0) = —% Nell’ossido il campo elettrico ¢ dato da
Eox = —%, mentre nel dielettrico con ¢, = 10 avremo €4, = _%ﬁ:}pg).
Dunque:
N
Vp = 2Vpln—2 =0.347 V
n;
Q(2Yp) = —1/2e5iqNs2¢5 = —0.484 mC/m’
Si(2
w0t = —9%8) 6 v m
€si
(2
e = —291208) 6 v
EOSC
Si(2
con = ~288) 5 N/
€r€o



e(z),

GATE r Si

Y

- Isio, X
Diel.

L’andamento ¢ rappresentato in figura.
Per quanto riguarda l'espressione della tensione di soglia avremo sem-
plicemente (all’inversione Vg; = 21 p:
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Quindi possiamo scrivere:
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2) Bisogna determinare Vg per Vg = Vry/2, e poi determinare n, =
noeVr . Trascurando la carica mobile, come si fa usualmente per Vg < Vippy:
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si ottiene per Vg il valore accettabile Vg = 0.32. Quindi abbiamo:
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3) Dato che leffetto dei due dielettrici (I'ossido e quello con €, = 10)
¢ quello di due condensatori in serie (i = Cix + Ci), I’espressione della

tensione di soglia si puo scrivere come:
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